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Las propiedades épticas de defectos en
diamante han suscitado un gran interés debido
a sus potenciales aplicaciones en areas como
computacién cudntica y metrologia [1]. En
particular, el defecto de silicio vacante posee
un espectro de emisién de fotones bastante an-
gosto y estable (ver Figura 1), lo cual con-
vierte a este defecto en un buen candidato del
area de materia condensada para el problema
de la generacion de fotones individuales bajo
demanda [2].
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Fig. 1 (a) Espectro de emisidn a una temperatura
ambiente de 4 K [2], (b) defecto de silicio vacante
y (c) vista superior del defecto.

De esta manera, este trabajo esta enfo-
cado en modelar tedricamente las propiedades
opticas de defectos presentes en una red de
nano diamante. Especificamente, el defecto de
silicio vacante posee una estructura electrénica
interesante tanto a nivel tedrico como experi-
mental [2]. Ademds, existen ciertas simetrias
internas de este defecto, que en el lenguaje
de teoria de grupos nos permiten describir y
entender la interaccion electrén-fonén de los

estados electrénicos localizados con las vibra-
ciones de la red de diamante.

Debido a la complejidad del sistema (de-
fecto més la red de diamante, ver Figura 2),
es que se incorporan simulaciones computa-
cionales para el modelamiento de una red de
nano diamante que posee la misma simetria
del defecto de silicio vacante que estd inmerso
en la red. De esta forma, es posible hallar el
espectro de emision del defecto y compararlo
con datos experimentales medidos en [2].
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Fig. 2 Esquema que muestra el sistema fisico, el
cual consiste en un defecto que estd inmerso en
una red de nano diamante.

La relevancia de este trabajo radica en
que es un primer intento tedrico basado en
primeros principios que usa las propiedades
de simetria para asi entender y predecir las
propiedades opticas de defectos en nano dia-
mantes.
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